
R-13-ES-01 
 

 

平成１３年度 

 

静電気研究委員会研究成果報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１４年３月 

 

 

財団法人 日本電子部品信頼性センター 
 

電子デバイスのＥＳＤ障害防止対策

及び静電気測定器活用ガイド － － 



 

序     文 

 

昭和５９年度に、半導体デバイスメーカ及び機器・システムメーカの信頼性を担当さ

れている方々からの強い要請により、「静電気対策委員会」を当センターに設置いたしま

した。以来、「静電気研究委員会」と名称は変わりましたが、静電気放電に敏感な半導体

デバイスや機器・システムなどに対する静電気対策の調査・試験研究を行ってまいりま

した。 

一方、国際的にも、ＩＥＣにおいて１９９５年１０月のダーバン総会で、静電気対策

に関する国際規格作成を担当する第１０１専門委員会（ＴＣ １０１/静電気）の新設が

決議されました。我が国もこのＴＣ １０１にＰメンバーとして参加することになり、そ

の国内審議を当センターが担当することになりました。これも、静電気対策委員会から

の実績が高く評価されたものと認識しております。 

平成１３年度は、主に最新半導体デバイス製造現場における静電気対策、及び電子デ

バイス・電子機器製造現場における静電気対策を図る上で基本となる静電気測定のため

の静電気測定器の活用に着目し、内外文献調査を中心として最近の技術動向を調査する

ことを目標に活動してまいりました。ここに、その報告書を取りまとめましたので、広

く関連業界の方々及びＩＥＣ ＴＣ １０１における国際規格審議などにご活用頂ければ

幸いに存じます。 

終わりに、本報告書の作成、取りまとめにご尽力頂きました静電気研究委員会の村崎 

憲雄委員長を始め、委員の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

平成１４年３月 

財団法人 日本電子部品信頼性センター 

      理事長 古口 榮男 
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1. 序言 

 

デバイスの高機能化とESD損傷様式の多様化はESD耐性付与技術のあり方を逐年的に難しくしてき

た。その結果、高機能デバイスの低耐性化はやむを得ないという主張が一部の人達から提案されている。

本委員会は発足以来、高い信頼性に裏付けされていないハイテクは市場からいずれは退場せざるを得

ないという見解のもとに、デバイスヘのESD耐性付与を委員会活動の重要事項に位置づけ、各年度ごと

の報告書には必ず耐性付与とESD模型とに関する最新の情報を採録してきた。ところで、この数年の電

気・電子装置とシステムの高機能化（デバイスの進歩に負うところが大きいが）と設置台数の急増はめざ

ましく、ESD対策と測定方法の見直しが求められるようになった。委員会はこの状況に鑑み、先端デバイ

スヘの耐性付与、静電気測定、包装資材の見直しに必要な資料発掘に今年度は専念することにした。

高機能化された各種のシステムの設置台数が増加すると、接地点数の空間密度が増加し、接地点間の

相互干渉という未知の現象をESD対策にも付加しなければならない状況にある。接地に関する別組織か

らの申し込みや干渉という煩わしさを避けるために我が国では個別接地を工事業者が主流として採用し

てきたが、業界は統合接地に現在転換しつつある。ESD対策用接地もこの傾向に逆らえないので、接地

技術の現状紹介と使用時の特性が接地条件に支配されやすい導電床・包装資材・静電気測定に関す

る最近の情報整理をあわせておこなうことにした。なお、デバイスメーカーとユーザとの情報交流の高度

化が今後の対策には不可欠となるので、J.E.Vinson & J.L.Lionの論文を半導体デバイスのESDに関す

る初歩的常識として関係者が共有できるよう全訳を付録とすることにした。 
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